
 

 

1. Porre VBL=0 e VBL=1. 
2. Abilitare la wordline 

L’abilitazione della wordline provoca un 
decremento di V(Q). Affinchè il circuito 
commuti deve essere: 
                          SLVQV <)(  

Assumiamo V(Q)=VSL=VDD/2  ( )64 MOSMOS RR = ). M4 ed M6 operano nella regione di triodo. Eguagliando le 
correnti si ottiene: 
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Affinchè SLVQV <)( , deve essere RMOS6<RMOS4 e conseguentemente 46 PN KK > . 
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CELLA DI MEMORIA SRAM A 6 TRANSISTOR 

SCRITTURA (Q = 1→ 0) 
 

 

1. Precaricare le bitline 
2. Abilitare la wordline 
3. Abilitare il sense amplifier 

 
L’abilitazione della wordline provoca 

un incremento iniziale di )(QV  
dipendente dai valori della resistenza di 
M5 ed M1.Affinchè la lettura non sia 
distruttiva deve essere: 
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LETTURA (Q = 1) 
 

Assumiamo 2/)( DDSL VVQV ==  ( )15 MOSMOS RR = .   M5 opera in saturazione ed M1 in regione di 

triodo. Eguagliando le correnti si ottiene: ])()()(2[)]()([( 2
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- VTN=|VTP|=VT, KP4=KN3=KP2=KN1 
- WN1=WN3=Wmin, WP2=WP4=2,5Wmin  
- LN1=LP2=LN3=LP4=Lmin 
-. 


